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が提唱され､多大の関心が持たれている｡現在彼の推測は､数値計算などにより支持されて

いる.実験的には､S-1のlD-HAF属 Ni(｡n)2NO2b 2(Clod)(略称NENP)において､
I

中性子非弾性散乱､帯磁率､強磁場磁化から､このgapの存在が確認されている｡

我々はハルデン系のスピンダイナミックスを調べる目的で､NENPの1Hの核磁気緩和時

間Tlを測定した｡77Kから0.5Kまで測定した結果､0.5Kに至ってもNMRのシフトは､

ほとんどなく､三次元長距離秩序の兆候は全く見られなかった｡緩和率1/Tlは温度の低下

と供に､約6桁に及ぶ著しい減少を示した｡このことは反強磁性的短距離秩序の発達がない

ことを意味している｡ このような振舞はS-5/2の1D-HAF系TMMCにおいて､低温で短

距離秩序が発達することにより､1/Tlが著しく増大することと対照的である｡ 実験結果の

もう1つの特徴は､6KからlKの温度域に単調減少傾向とは異なって周波数依存性のある

ピークを伴った変化が現れることである｡ この温度域で別の緩和機構が優位になることを示

唆している｡ 1/Tlの単調減少傾向については揺動散逸定理に基づく一般論を適用し帯磁率

を用いて説明できた｡ピークを与える緩和機構については､核の位置での間欠的な揺動内部

磁場による嬢和のモデルを考えている｡この揺動磁場は非磁性的基底状態からのgapを伴っ

た励起を反映していると思われる｡

14. Rayleigh -Benard対流におけるパターン選択

水 口 毅

流体系 におけ るパ ター ン形 成の顕著 な例 の 1つ に､ Rayleigh-B占nard

対流 があ る｡ Rayleigh数 に対応 す る controlparameterR が､ 臨 界値

RC を超 え る と､ 流体 は静止 状態 か ら､ 対流状態 へ移 行 し､ cellをっ くる｡

cellの形 は､ 境 界条 件 な どに依存す るが､ 最 も簡単 な形 と して ロー ルが

あ る｡ 基 礎方程 式 と して､ Boussinesq方程 式 を とるが､ シ ミュ レー シーヨ

ンに iま､ 不 向 きで あ り､ 簡単 化 したモデ ル方 程式 によ って記述す る こ とを

考 え る｡
∫

分 岐の onsetで の パ ター ンは､ Neyell- Nhitehead によ って導入 され
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た振 幅方程式 によ って記述 される【1,2]. しか し onsetか ら離れ た領域 に

ついては､ 様々な非線形効果が効いて くると思われ､ そのバ ク.- ン選択の

過程 は明確 にされて いない｡ その ことを困難 に している理 由の一 つ と して､

パター ンの特徴抽 出 の難 しさがあげ られ るが､ ここでは､ モデル方程式の

シ ミュレー ションを適 して得 られたパター ンの波数空間での分布 を見 る｡

パター ンの波数空間 の表現 は､ 実験 的に も可能で あ り､ 初期条件 をま っす

ぐな ロ-ルにと った場合 に現 れるい くつかの不安定性の表現 に も有効 であ

ると思われる｡

シ ミュ レー シ ョンによ って､①初期条件 を ランダムに とった場 合の波数

選択 と､(診初期 条件 を波数 kの まっす ぐな ロー ルに とった場 合 に起 こる

長波長不安定性 の解 析を行 った｡

① ランダムな初期条件 の場合､ まず波数 の大 きさが選択 され､ ついで遅

いタイムスケー ルで､ defectが追放 され､ 境界条件等によ って､ ロール

の向 きが選 ばれ ることがわか った｡

② 初期条件を､ 波数 kの まっす ぐな ロー ルに とった場 合､ control

parameterR と初期波数 kでは られ る空 間内に､ い くつかの タイプの不

安定性の起 こり始 め る lineで囲まれた Busse baloon と呼 ばれ る安定領

域が ある｡ ここで は特に 3タイプの長波長不安定性

Eckhaus :0くqx くく 1.qy=O

zlgZag :qX=0.0(qy ((1

skeyedvaricose :0(qx,qy (( 1. qx/qy finite

に注 目 した｡ これ らの不安定性 は位相方程式 の拡散係数 の符号 を考 え るこ

とにより､ 変調波数 q の大 きさ､ 向 きによ って分類 され る｡

なお､ シ ミュ レー ションには､ モデル方程式の離散化 の手段 と して､
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Oonoetal. に よ る celldynamicalsystemの方 法 を用 いた 【3]｡
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15. ポリエチレン単結晶の成長

道 下 学

高分子は溶液結晶化すると暑さ約10mmのラメラ状単結晶を形成し二次元的に成長する｡

溶液中の分子は一部分が成長面に付着して残 りの部分を折 り畳みながら結晶化 していく｡

成長面上における二次核形成頻度iとstep伝播速度Vの違いにより､単一核成長や多数

核成長が提唱されていた｡成長速度 Gが一定であるので単一核成長は否定されたものの､i

吊こ不明な点は多い｡最近､双晶の凹入角での成長速度が単結晶と異なる事を利用して iv

が決定されたが､高分子試料で問題となるciliaの影響についての研究はなされていない｡

この論文ではポリエチレンについてciliaの影響が大きい分子量の大きいものを用いて､

成長温度 ･濃度の関数として成長速度Cを測定し､成長様式とciliaの影響について分析す

る｡

単一核成長では速度が成長面の幅上に比例 し多数核成長では上に依存しない｡ーそのため

前記のように単一核成長は否定されたのだが単結晶の持00i面はLが一定のままで成長する

場合があるので､単一核成長である可能性がある｡

一万､日10t双晶でのtlOOf面の成長速度は非常に大きいことから､多数核成長と考えられ

る｡そこで､両者の成長速度を比較することにより､単結晶のiとVの比に関する情報を得

て成長様式を決定する｡
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